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체 청  수 :   7   심사  :    진우

(54)  칭 도체    사 드  내침식     

(57)  

 라믹   (body)  포 다.  라믹   45 mol% 내지  99 mol% 

Y2O3,  0 mol% 내지  55 mol%  ZrO2,   0 mol% 내지  10 mol%  Al2O3  포  수 다.

라믹  ,   30 mol% 내지  60 mol%  Y2O3,  0 mol% 내지  20 mol%  ZrO2, 

(뒷 에 계 )

  도 - 도2
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청

청  1 

삭

청  2 

삭

청  3 

삭

청  4 

삭

청  5 

 공 고;

 나 상  , 41 mol% 내지 53 mol%  Y2O3, 10 mol% 내지 12 mol%  ZrO2,  37

mol% 내지 47 mol%  Al2O3  포 는 라믹  고;

  역과   역 사  계 에  라믹  다듬고;

  상  라믹  6 내지 12 μin  거칠  가질 지   상  라믹  그라

또는 폴리싱 는 것  포 는  는 ,

 나 상     역    역  포 고, 상    역

 120 내지 240 μin   1  거칠  갖고 상    역   1  거칠 보다 낮  

2  거칠  가지고, 

 나 상   는 것    역 상  닌   역 상에 라믹 

 는 것  포 ,

라믹  다듬  후에, 라믹    역과   역 사  계 에 

드(tapered) 에지 또는 (chamfered) 에지  나 상  포 는 .

청  6 

5 에 어 ,  5 mil 내지 25 mil  께  가지 ,  나 상   라믹  

는 것  나 상   상  라믹  라 마 사시키는 것  포 는 .

청  7 

5 에 어 , 가 루미늄, 리, 또는 마그 슘  나 상  포 는 .

청  8 

5 에 어 , 가 라믹  포 는 .

청  9 

삭

청  10 
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삭

청  11 

삭

청  12 

삭

청  13 

; 

  상  라믹 , 41 mol% 내지 53 mol%  Y2O3, 10 mol% 내지 12 mol%  ZrO2, 

37 mol% 내지 47 mol%  Al2O3  포 고, 6 내지 12 μin  거칠  갖는 라믹  포 는 

, 

상      역    역  포 고,   역  120 내지

240 μin   1  거칠  갖고   역   1  거칠 보다 낮   2  거칠

가지 ,

상  라믹    역 상  닌   역 상에 고, 상  라믹  

  역과   역 사  계 에 드 에지 또는  에지  나 상  포

는 .

청  14 

 13 에 어 , 라믹  5 mil 내지 25 mil  께  갖는 .

청  15 

13 에 어 , 가 루미늄, 리, 또는 마그 슘  나 상  포 는 .

 

 술  

본  체 들  , 라믹  들,  에 라믹  는 에  것[0001]

다.

 경  술

도체 산업에 , 들  차 감 는 크  들  생산 는 다수   공 들에  다.[0002]

  공 들,  들어 라 마 에치(plasma etch)  라 마  공 들   에칭 거나 

  고  라 마 스트림에  시킨다.  라 마는 매우 식  수 고, 가공 챔 들 

라 마에 는 다  들  식시킬 수 다.  러  식  들  생시킬 수 는 , 는 

 가공   염시 ,  결 들에 여 다.

  가  짐에  라,  결 들에   민감 (susceptibility)  가 ,   염[0003]

건들( , -웨  능(on-wafer performance))  욱 엄격 게 다.  라 마 에치 /또는 라 마

 공 들에  도 는  염   여, 라 마들에   챔  재료들  개

었다.  러  라 마  재료들  들  Al2O3, AlN, SiC, Y2O3, ,  ZrO2  루어진 라믹들

포 다.  상  라믹들  상  재료 질들,  들어 라 마 , 강 ,  강도, 열 격 

, 등  공 다.  또 , 상  라믹들  상  재료 들  갖는다.  에 라,  라믹들

우수  라 마  가지 , 다  라믹들  보다 낮  들  가지 , 또 다  라믹들  우수  

 강도 /또는 열 격  갖는다.

본  경  는 술  미  등 특허공보 7,696,117  (2008.10.30.),  미  특허 원공개공보 
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2008/0213496  (2008.09.04.)  미  특허 원공개공보 2003/0059653  (2003.03.27.)에 개시 어 다.

 내

 체 에 ,  (body)  공 고  어도 나  ,   45  mol%  내지  99  mol%  [0004]

Y2O3,  0 mol% 내지  55 mol%  ZrO2,   0 mol% 내지  10 mol%  Al2O3  포 는 라믹

   다.

도  간단  

본  첨  도  도(figure)들에    시 는 것 ,  것  시 지 , 여[0005]

, 사 참  들  사  들  시 는 것 다.  본 에  " 나 " 체 에  상

 언  상(reference)들  드시 동  체 에  것  는 없고 러  언  상  어도 나

 미 다는 것  주지 어  다.

도 1  본   체 에 ,  시스  시   시  것 다.

도 2는 본  체 들에 , 라믹  갖는  는 공  도시  도 다.

도 3  본  체 들에 ,  공  상  스 지들 동   단  측 도들  도시  것

다.

도 4는 본  체 들에 , 들    단  미경 사진 도들  도시  것 다.

도 5는 본  체 들에 , 다   수 들에  라믹   미경 사진  도시  것

다.

도 6  본  체 들에 , 다   수 들에  라믹   미경 사진  도시  것

다.

도 7  본  체 들에 , 다   수 들에  라믹   미경 사진  도시  것

다.

도 8  본  체 들에 , 라믹 들   침식 들  도시  것 다.

 실시   체  내

본  체 들   또는  라믹  는 공 ,  러   공  사 여 [0006]

 (  들어,  라 마  에치   뚜껑,  샤워헤드,  챔  라 ,  등)에   것 다.   

체 에 ,   45 mol% 내지  100 mol%  Y2O3,  0 mol% 내지  55 mol%  ZrO2,  

0 mol% 내지  10 mol%  Al2O3  몰 도  포 는 라믹    포 다.   체

에 ,   30 mol% 내지  60 mol%  Y2O3,  0 mol% 내지  20 mol%  ZrO2,   30

mol% 내지  60 mol%  Al2O3  포 는 라믹    포 다.   에 , 

 5 mil 내지  25 mil  께  가질 수 다.

  는  가지  들 , 루미늄, 리, 또는 마그 슘과 같   포  수 다.  [0007]

,   는 라믹,  들어 Al2O3, AlN, 등  포  수 다.   에,  

 체 들에   100 마 크 - 치 내지  300 마 크 - 치  거칠   수 고/거나,  70

℃ 내지  200℃  도  가열  수 다.

 라믹  라 마 에칭에  매우  수 ,    강도 /또는  열[0008]

격 과 같  우수  계  질들  가질 수 다.   들어, Al2O3   열- 계  강도  가지만,

또    루미늄 염 수   낮  라 마  갖는다.  , Y2O3  라믹들  상

 라 마   낮  -웨  수  루미늄 염  갖지만,  낮  열- 계  강도  갖는다.

에 라,  1  2 라믹 질  어느 나   지니지 , 1 라믹 질(  들

어, Al2O3)  리  질들,  2 라믹 질(  들어, Y2O3  라믹)  리  질들  가질 수 
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다.

 라믹  능 질들    열  능 (thermal capability)(  들어, 략 150℃ [0009]

 업 도들  견  수 는 능 ),    수 (  들어,  라 마 경에  사   략 2

상), 낮  -웨     염,    척(electrostatic chuck)(ESC) 누   능(

들어,  ESC  )  포  수 다.

 들어, 도체 뚜껑들  고  들   도체 에  사 는 들 , 여  Al2O3  뚜껑들[0010]

 시키는 것   열 도도   강도  공 다.  그러나,   에 ,  Al2O3  AlF

들 뿐만 니라 Al  염 -웨  다.  뚜껑  라 마  측  상   체 에 

라믹  침식  게 감 시키고 Al  염  감 시킬 수 다.

다  에 , 도체  챔 들에  사   체 샤워헤드들  SiC 에  극산  Al [0011]

스   수 다.  SiC  웨  에치 균 에  미치는  침식  가질 수 다.  또 ,

극산  Al 스에   라 마   상  수 , 에 라,  극산

Al 스에 균 게 어, 샤워헤드  열  균  어뜨릴 수 다.   체 에  라믹 

   침식 난 들  개 시키  여 어 Al  스(bare  Al  base)  에 직   수

다.

다  에 , 도체  챔  라 들(  들어, 챔  라  키트들)  라 마-  측  상에  체[0012]

에  라믹   Al   라 마- 지  측  상에 극산  Al   수

다.  결과 , 라믹  -웨  능  개 시킬 뿐만 니라  다공도 수   여

 도우(cleaning window)  시킬 수 다.

어들 " "  " 략"  본원에  사  에, 러  어들  시  공칭 수치가 ±10% 내에  다는[0013]

것  미 도  도 다.  또 ,  체 들  도체 뚜껑들, 체 샤워헤드들,  도체  

라 마 에칭 들에  사 는 챔  라 들  참  여 본원에  술 다는 것  주지 다.  그러나,

러  라 마 에칭 들  또  마 크 - - 계 시스 (MEMS)) 들    사  수 는

것   것 다.  가 , 본원에 술  라믹 들  라 마에 는 다  들  수

다.   들어, 라믹 들  라 마 에칭 , 라 마 , 라 마 진 시스 , 등  라믹 고

리들, 벽들, 스들, 가스  트들, 샤워헤드들,  지 들, 등  수 다.

또 , 체 들  본원에 , 라 마  공 들   공  챔 에  사   감   염  시[0014]

키는 들  참  여 술 다.  그러나, 본원에  는 들  또 , 다  공 들   공  챔

들,  들어 라 마 강    착(PECVD) 챔 들, 라 마 강  리   착(PEPVD) 챔

들  라 마 강  원 층 착(PEALD) 챔 들, 뿐만 니라, - 라 마 에칭 들, - 라 마 들,

  착(CVD) 들, 리   착(PVD) 들, 등에  사   감   결 들   염

 공  수 는 것   것 다.

도 1  본  체 들에 ,  시스 (100)  시   시  것 다.   시스 (100)  [0015]

라믹  시스  수 다.   체 에 ,  시스 (100)   동  층(115)에 연결  가공 

(101)  포 다.  가공 (101)는 드 라스 (bead blaster, 102), 나 상  습식 들(103),

라믹 (104) /또는 나 상  그라 들(105)  포  수 다.   시스 (100)   동

층(115)에 연결  나 상  컴퓨  스(computing device)(120)  가  포  수 다.  

체 들에 ,  시스 (100)  보다 많거나 보다  들  포  수 다.   들어,  시스

(100)   동  층(115) 또는 컴퓨  스(120) 없  수동  동 는(  들어, -라 ) 가공

(101)  포  수 다.

드 라스 (102)는 도체  챔 들에  사   들과 같  들   시키  [0016]

 는 계 다.  드 라스 (102)는 드 라스  캐 (bead blasting cabinet),  드 

라스 , 또는 다  타  드 라스  수 다.  드 라스 (102)는 에 드들 또는 들  쏟

  시킬 수 다.   체 에 , 드 라스 (102)는 에 라믹 드들 또는 

들  사 다.  드 라스 (102)에  달  거칠 는 드들  사   사 는 , 드 재

료들, 드 크 들, /또는 가공 간    수 다.   체 에 , 드 라스 는  

시키     드 크 들  사 다.

등록특허 10-1773510
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 체 들에 , 드 라스 (102) 는 다  타   (surface roughener)들  사  수[0017]

다.   들어, 동 연마 드는 들   시키   사  수 다.  샌 (sander)는 연

마 드가  에  가 는 동 에 연마 드  시키거나 진동시킬 수 다.  연마 드에 

 달 는 거칠 는 가 진 , 진동 또는  도, /또는 연마 드  거칠 에  수 다.

습식 들(103)  습식  공  사 여 들(  들어, 도체   사 는 들)[0018]

는  들 다.  습식 들(103)  체들  채워진 습  쓰들  포 , 여   

   침 다.  습식 들(103)    개 시키    동  들  사

여 습  쓰  시킬 수 다.  는 본원에  습  쓰  처리 는 것  지칭 다.

 체 에 , 습식 들(103)  탈 (DI) 수  쓰  사 여 들  는 1 습식 ,[0019]

  쓰  사 여 들  는 2 습식  포 다.   가지 습식 들(103) 

는  공 들 동  쓰들  처리  수 다.  습식 들(103)  가공 동  다  스 지들에

  수 다.   들어, 습식 들(103)    후, 라믹  에 

후, 가공 시에  사  후, 등에    수 다.

다  체 들에 ,  타 들  들,  들어 건식 들  들    사[0020]

수 다.  건식 들  열  가 , 가스  , 라 마  , 등에  

들   수 다.

라믹 (104)는 도체 에  사    또는  에 라믹   [0021]

 계 다.   체 에 , 라믹 (104)는 라 마가  상  라믹  사 는 라

마 사 (plasma sprayer) 다.

 체 들에 , 라믹 (104)는 다  사 술들,  들어 폭  사(detonation spraying),[0022]

어 크 사(wire arc spraying), 고  산  연료(HVOF) 사, 염 사, 고  사(warm spraying) 

 사(cold spraying)   수 고, 러  사가 사  수 다.  가 , 라믹 (10

4)는 다   공 들,  들어 에어  착, 도 , 리   착(PVD),  보  착(IAD) 

  착(CVD)  수  수 고, 는 라믹  시키   사  수 다.

그라 들(grinder)(105)    그라 고/거나 폴리싱 는 연마 스크  갖는 계들 다.  그[0023]

라 들(105)  폴리싱/그라  시스 (polishing/grinding  system),   들어 거친 래  스 (rough

lapping station),  계  평 (chemical mechanical planarization; CMP) 스, 등  포  수

다.  그라 들(105)  는 동  에  가 는 연마 스크 또는 폴리싱 드(polishing pad),

  지시키는 트  포  수 다.  러  그라 들(105)  라믹  거칠  감 시

키고/거나 라믹  께  감 시키   라믹   그라 다.  그라 들(105)  다

단계들  라믹  그라 /폴리싱  수 , 여  각 단계는 간 상  거칠  /또는 상

슬러리(  들어, CMP가 사 는 경우)  갖는 연마 드  사 다.   들어,  거칠  갖는 1

연마 드는 라믹  망 는 께  게 그라   사  수 , 낮  거칠  갖는

2 연마 드는 라믹  망 는 거칠  폴리싱   사  수 다.   에 , 라  키트

(liner kit) 상  라믹  께는  8 내지 12 mil  수 ,  거칠 는  180 내지 250 μin

수 다.  다  에 , 뚜껑 상  라믹  께는  8 내지 10 mil  수 ,  거칠 는  6

내지 12 μin  수 다.  또 다  체 에 , 라믹  께는 샤워헤드  경우에  25 mil , 

거칠 는  180 내지 250 μin 다.   체 에 , 라믹   8 내지 12 mil(1 치  천  1)  폴

리싱후 께(post-polished thickness),  6 내지 12 μin  폴리싱후 거칠 (post-polished roughness)  갖

는다.

그라 들(105)  가  라믹   각도  그라 는 각 그라 (angle grinder)  포[0024]

수 다.  각 그라 는 에   각도  지 는 연마 스크 또는 드  갖는다.  각 그라 는

라믹  다듬고, 라믹 과  사 에 챔 들(chamfer), 근 에지들 또는 다  경사진 들

(sloped transition)  시킬 수 다.

 동  층(115)   계들(101)   또는  컴퓨  스들(120)과, 다   계들과,[0025]

계측 들(metrology tool) /또는 다  스들과 상  연결  수 다.   동  층(115)  트워크

(  들어, 근거리 통신망(location area network; LAN)), 라우 들(router), 게 트웨 들(gateway), 들
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(server), 타 치들(data store), 등  포  수 다.   계들(101)  SEMI  통신 /

  (SECS/GEM) 스  통 ,  스  통 , /또는 다  스들  통

 동  층(115)에 연결  수 다.   체 에 ,  동  층(115)  공  타(  들어, 공

진 (process run) 동   계들(101)에  수집  타)  타 치(미도시 )에  수 

게 다.   체 에 , 컴퓨  스(120)는  계들(101)  나 상에 직  연결

다.

 체 에 ,  또는 든  계들(101)  공  시 들(process recipe)  고, 고, 실[0026]

 수 는 그래  가능  어  포 다.  그래  가능  어 는  계들(101)  도 

들, 가스 /또는 진공 들, 시간 들, 등  어  수 다.  그래  가능  어 는  

리(  들어, 독  리(read-only memory; ROM), 래시 리, 동  랜  스 리(DRAM), 

 랜  스 리(SRAM), 등), /또는 2 리(  들어, 타  스,  들어 스크

드라 )  포  수 다.   리 /또는 2 리는 본원에 술  열처리 공 들  수  

 들   수 다.

그래  가능  어 는 또 , 들  실    리 /또는 2 리에 (  들어, [0027]

스(bus)  통 ) 연결  가공 스  포  수 다.  가공 스는  가공 스,  들어 마

크 , 처리 치, 등  수 다.  가공 스는 또 , 특수-  가공 스,  들어 주

 집 (application  specific  integrated  circuit;  ASIC),  드  그래  가능  게 트  어

(field programmable gate array ; FPGA), 지  신  (DSP), 트워크 , 등  수 다.  

체 에 , 그래  가능  어 는 그래  가능  리 어 (PLC) 다.

 체 에 ,  계들(101)   계들   시키고/거나  고/거나  [0028]

계처리(  들어, 그라  또는 폴리싱) 게 는 시 들  실 시키도  그래 다.   체 에 ,

 계들(101)  도 2  참  여 술 는  같 , 라믹     다단계 공

 업들  수 는 시 들  실 도  그래 다.

도 2는 본  체 들에 , 라믹     공 (200)  도시  도 다.  공[0029]

(200)  업들  도 1에 술   같 , 다   계들에  수  수 다.

(202)에 ,  공 다.   들어,  Al2O3과 같  도  재료   도체  챔[0030]

뚜껑  수 다.  다  에 ,  체 샤워헤드  같  도체  챔 에  사   샤워헤드

 수 , 는 SiC 에  극 산  Al  다.  또 다  에 ,  Al  

 챔  라 (  들어, 도체  챔  챔  라  키트)  수 다.

 크 라믹,  들어 Y2O3 ( 트리 ), Y4Al2O9 (YAM), Al2O3 ( 루미나), Y3Al5O12 (YAG), , YAlO3[0031]

(YAP),  SiC  (실리  카 드), Si3N4  (실리  니트라 드), AlN  ( 루미늄 니트라 드), ZrO2  (지 니 ),

AlON ( 루미늄 시니트라 드), TiO2 (titania), TiC (티탄 카 드), ZrC (지 늄 카 드), TiN (티탄

니트라 드), TiCN (티탄 카본 니트라 드), Y2O3  ZrO2 (YSZ), 등   수 다.  

,  ,  들어 루미늄, 리, 마그 슘 등   수 는 , 러   극 산

수 거나 극 산 지  수 다.   또  라믹 복 체,  들어 Al2O3-YAG 라믹 복 체 또는

SiC-Si3N4 라믹 복 체  수 다.   또 , 트  사 드 (또 , 트리  또는 Y2O3  짐) 

 고 체  포 는 라믹 복 체  수 다.   들어,   Y4Al2O9 (YAM)  고 체 Y2-xZrxO3

(Y2O3-ZrO2 고 체)  루어진 고 능 재료(HPM)  수 다.  순수  트  사 드 뿐만 니라 트  사

드  고 체들  ZrO2, Al2O3, SiO2, B2O3, Er2O3, Gd2O3, Nd2O3, Nb2O5, CeO2, Sm2O3, Yb2O3, 또는 다  사

드들  나 상  도  수 다는 것  주지 다.   체 에 ,  크 Al2O3 , 는 라

믹 결   여  수 다.

(204)에 , 공   지 는 들 또는 역들   여 마스킹 다.  극  [0032]

라믹  지 는  역  마스킹  수 다.  그러나,  체 에 , 드 마스크(  들

어,  마스크)는 러  역  마스킹   사 다.   체 에 ,  마스킹 지 는다.
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(206)에 ,  드 라스 (또는 다  라믹 )에  다.   체 에 , 드 [0033]

라스 는   라스   라믹 드들  사 다.  라믹 드들  략 0.2 내지 2 mm

드 크  가질 수 다.   체 에 , 라믹 드들  략 0.2 내지 2 mm  크   갖는다.  드

라스 는 략 30 내지 90 psi  공    략 50 내지 150 mm  업 거리   드 라스

수 , 에  라스  각도(blasting angle)는  90도 또는 90도 보다 간 낮  수  것 다.

드 라스 는    들(마스크에  지지  들)  시킬 수 다.

 체 에 , 가공   라믹  에 략 140 내지 240 μin,    에 120 내지 180 μ[0034]

in  라스  후 거칠  갖는다.    거칠  시키는 것  에  라믹  

착 강도  개 시킬 수 다.  그러나,  체 에 ,  지 는다.

(208)에 ,  다.   나 상  습식 들  사 여 다.  각 습식 는[0035]

다  체들,  들어 탈 (DI)수   갖는 나 상  습식 쓰들   수 다.   

체 에 , 1 습식 는,  100%(  들어  20 kW)  주 수   DI수 쓰   

시키 , DI수 쓰에   10  동   는  시  실 다.   체 에 , 2 습

식 는  100%(  들어  20 kW)  주 수    쓰   시키 , 

 쓰에   10  동   는  시  실 다.   후에 동 거나 상  가공

라미 들  사 여 1 습식  다시  수 다.  는  쓰에  는  

 거  수 고, 들  가  거  수 다.   체 에 ,   개  습식  에

 여러 차  다.   들어,  DI 쓰에  고, 후에  쓰에  고, 후

에 DI 쓰에  고, 후에  쓰에  고, 후에 DI 쓰에   수 다.

(212)에 ,  라믹  다.  라 마 경에 는  측   수 다.[0036]

 체 에 ,  라 마  사 는   상에  라믹   라 마  사   사 다.   

체 에 , 지 는  들   에 마스킹 다.

 원료 라믹 말들   상에 사 다.   라 마 사 동  략 50 내지 70℃  도  가[0037]

열  수 다.   체 에 , 략 35 내지36.5 트(W)  라 마   라 마 사  

사 , 다  라 마 들  또  사  수 다.  라 마 사 공  다수  사 진 (spray pas

s)  수  수 다.   체 에 , 략 35 내지 40 사 진 들  라믹  시키   

다.   에 ,  략 5 내지 50 mil  께  가질 수 다.

 체 에 , 라믹  트  사 드  라믹 또는 사 술(thermal spraying technique)([0038]

들어, 라 마 사 술)  여 라믹  상에 착 는 다  트   사 드 다.  사 술

들(  들어, 라 마 사 술들)  재료들(  들어, 라믹 말들)  시키고  재료들  

상에 사시킬 수 다.  사 거나 라 마 사  라믹   20 마 크 미 (㎛) 내지  수 리

미 (mm)  께  가질 수 다.  라믹  크 라믹 재료들과는 상   질들  가질 수 

다.

 체 에 , 라믹  께 는 Y2O3, Al2O3  ZrO2  원료 라믹 말들  다.  러[0039]

 원료 라믹 말들   체 에  99.9% 상  순도  가질 수 다.  원료 라믹 말들   들어

볼 링  사 여  수 다.  원료 라믹 말들  략 0.5 내지 5 ㎛  말 크  가질 수 다.

 체 에 , 원료 라믹 말들  략 1 ㎛  말 크  갖는다.  라믹 말들   후에, 러

것들  략 1200  내지 1600℃(  들어,   체 에 ,  1400℃)   도  략 5  내지 10 (

들어,  체 에 , 3 )   시간   수 다.   말에   건  과립  크

는 략 3 내지 50 ㎛  크  포  가질 수 다.   체 에 , 간 크 는  15 ㎛ 다.  다  체

에 , 간 크 는  25 ㎛ 다.

 체 에 , 라믹   45 mol% 내지  100 mol%  Y2O3,  0 mol% 내지  55 mol% [0040]

ZrO2,   0 mol% 내지  10 mol%  Al2O3  다.   체 에 , 라믹   30 mol% 내지

 60 mol%  Y2O3,  0 mol% 내지  20 mol%  ZrO2,   30 mol% 내지  60 mol%  Al2O3

 다.

 들어, 라믹  CC1   37.5 mol%  Y2O3   62.5 mol%  Al2O3   수 다.  다  [0041]
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라믹  CC2는  53 mol%  Y2O3,  37 mol%  Al2O3,   10 mol%  ZrO2   수 다.  다  

에 , 라믹  CC3   41 mol%  Y2O3,  47 mol%  Al2O3,   12 mol%  ZrO2   수 다.  또

다  에 , 라믹  CC4는  73.13 mol%  Y2O3,    26.87 mol%  ZrO2   수 다.  

 1   체 에  라믹 들 CC1, CC2,  CC3  특징들  나타낸 것 다.[0042]

[0043]

 2는  체 에 , wt ppm  순 들에  수치들  포 는, 라믹 들 CC1, CC2, CC3, CC4에[0044]

 순도 타  나타낸 것 다.

[0045]

라믹  략 2 내지 10%(  들어,  체 에 , 략 5% 미만)  다공도, 략 3 내지 8 가 스칼[0046]

(GPa)(  들어,  체 에  략 4 GPa 과)  경도,  략 8 내지 20 가 스칼(MPa)(  들어, 

체 에  략 10 MPa 과)  열 격  가질 수 다.  가 , 라믹  략 4 내지 20

MPa(  들어,  체 에  략 14 MPa 과)  착 강도  가질 수 다.  착 강도는 라믹  
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 리  지, 라믹 에 (  들어, 가 스칼  측 )  가  결  수 다.

 체 에 , (212)에  라믹  다듬어진다.   체 에 , 라믹  에지들  라믹 [0047]

 과 게 는 곳에  다듬어진다.  라믹  계 들에  라믹  경사지게  여

 각도 (  들어, 각 그라  사 여) 그라  수 다.  다듬질(trimming)   -

 들   라믹  거  수 다.  는 리   수 다.

 체 에 , (214)에 , 라믹  그라 고/거나 랩 고/거나 폴리싱 다.  그라 /폴리싱[0048]

 라믹  께  감 시키고/거나 라믹  거칠  감 시킬 수 다.  ( 라믹  포

)  도체 에치  수   사 는 라 마 에칭 (또 , 라 마 에치  짐)에 

 챔 에  챔  (  들어, 뚜껑)  사  수 다.  라믹    거칠  

,   감 어, 감  -웨   염  시킬 것 다.   체 에 , 라믹

 략 8 내지 10 mil  폴리싱후 께,  략 6 내지 12 μin  폴리싱후 거칠  갖는다.

(216)에 ,   다.   나 상  습식 들  사 여  수 다.  [0049]

체 에 , 1 습식 는  100%(  들어, 20 kW)  주 수   DI수   시키

, DI수 쓰에   10  동   는  시  실 다.   체 에 , 2 습식 

는  100%(  들어, 20 kW)  주 수    쓰   시키 ,  쓰에

  10  동   는  시  실 다.  후에 1 습식  다시  수

다.

 후에,  들에  시험  수 다.   카운트(particle count)  나타내는 측  라미[0050]

들   리 시험  카운트  체  카운트(LPC) 다.   시험  착  라믹 

에 착시키고,  리시키고, 에 착 는 들  수  계수  수  수 다.  LPC는

 쓰(  들어, 탈 (DI)수 쓰)에  치시키고  쓰  처리  결  수 다.

에  거 는 들  수는  들어  카운  여 계수  수 다.

도 3  본  체 들에 ,  공  다  스 지들 동   단  측 도(310-350)  도시[0051]

 것 다.   체 에 , 단  측 도는  공 (200)  상  스 지들 동   상태에 당

다.

측 도(310)는 공   보   에 치 는 드 마스크(353)  나타낸다.  공   [0052]

(  들어, 루미늄 ) 또는 라믹 (  들어, Al2O3 )  가질 수 다.  측 도(310)는 

(200)  (202)  료  후  상태  도시  것 다.  드 마스크(353)는 드 라스  동  보

  는 것  지  수 다.

측 도(320)는 드 라스  수  후  (352)  도시  것 다.  (352)   (358)[0053]

갖는 , 는 드 라스  동  보 지   에 당 다.  (352)  가  지

  에 당 는 매끄러운 (357)  갖는다.  도시   같 , 트 마스크(356)는 

(352)   후에 (352) 상  매끄러운 (357) 에 치 다.  트 마스크(356)는 드 스크

(353)에  미 보  (352)  동  역    사  수 다.  측 도(320)는 (212)

료 후에  상태  도시  것 다.

측 도(330)는 (352) 에  들어, 본원에 술  체 들  나에 , 라믹 (360)  도시[0054]

것 다.  도시   같 , 라믹 (360)  거친 (362)  갖는다.  러  거친  라믹 

가공에  사    염  스  수 다.  가 ,  도체 에치  수 는 라 마 에칭

에  뚜껑  사  수 는 경우에, 거친 (362)  스 링  킬 수 다(  들어, 도  커

링  ).  가 , 라믹  트 마스크(356)가 재 는 경우에 립(lip)(363) /또는 거

친 에지들  가질 수 다.  립(363)  라믹 (360)  가공 동  (352)  리 게  수 다.

가 , 러  립   염  스  수 다.  측 도(330)는 (215)  료 후에  상태

도시  것 다.

측 도(340)는 라믹 (360)  에지들  다듬  후에 (352)  라믹 (360)  도시  것 다.[0055]

측 도(340)는 (220)  료 후에  상태  도시  것 다.  도시   같 , 라믹 (360)

 드 거나(tapered) (chamfered) 에지(366)  갖는다.
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측 도(350)는 라믹 (360)  그라 고 폴리싱  후 (352)  라믹 (360)  도시  것[0056]

다.  측 도(350)는 (222)  료 후  상태  도시  것 다.  도시   같 , 라믹 (360)

 거친 (362)  매끄러워지 , 라믹 (360)  께는 감 다.

도 4는 본  체 들에  라믹 들  갖는 들  샘  미경 사진  도시  것 다.  미[0057]

경 사진(402)  라믹  CC1   시  것 , 미경 사진(404)  라믹  CC2   시

 것 , 미경 사진(406)  라믹 (CC3)   시  것 , 미경 사진(408)  라믹 

(CC4)   시  것 다.  미경 사진(410)  라믹  CC1  단  샘  도시  것 , 미경

사진(412)  라믹  CC2  단  샘  도시  것 , 미경 사진(414)  라믹  CC3  단

샘  도시  것 , 미경 사진(416)  라믹  CC4  단  샘  도시  것 다.

도 5는 본  체 들에 라, 라믹  사  , 그리고 침식  어나도  라믹  사[0058]

 후에 다   수 에   상  라믹  CC1   가 미경 사진들(502-512)  도시

것 다.  미경 사진(502)   사  , 1,000   라믹  CC1  시  것 다.  미경

사진(504)   사   4,000   라믹  CC1  시  것 다.  미경 사진(506)  

 사   10,000   라믹  CC1  시  것 다.

미경 사진(508)  침식  어나도   사  후 1,000   라믹  CC1  시  것 다.[0059]

미경 사진(510)  침식  어나도   사  후 4,000   라믹  CC1  시  것 다.

미경 사진(512)  침식  어나도   사  후 10,000   라믹  CC1  시  것 다.

도 6  본  체 들에 라, 라믹  사  , 그리고 침식  어나도  라믹  사[0060]

 후에 다   수 에   상  라믹  CC2   가 미경 사진들(602-612)  도시

것 다.  미경 사진(602)   사   1,000   라믹  CC2  시  것 다.  미경

사진(604)   사   4,000   라믹  CC2  시  것 다.  미경 사진(606)  

 사   10,000   라믹  CC2  시  것 다.  

미경 사진(608)  침식  어나도   사  후에 1,000   라믹  CC2  시  것 다.[0061]

미경 사진(610)  침식  어나도   사  후에 4,000   라믹  CC2  시  것 다.

미경 사진(612)  침식  어나도   사  후에 10,000   라믹  CC2  시  것 다.

도 7  본  체 들에 라, 라믹  사  , 그리고 침식  어나도  라믹  사[0062]

 후에 다   수 에   상  라믹  CC3   가 미경 사진들(702-712)  도시

것 다.  미경 사진(702)   사   1,000   라믹  CC3  시  것 다.  미경

사진(704)   사   4,000   라믹  CC3  시  것 다.  미경 사진(706)  

 사   10,000   라믹  CC3  시  것 다.  

미경 사진(708)  침식  어나도   사  후에 1,000   라믹  CC3  시  것 다.[0063]

미경 사진(710)  침식  어나도   사  후에 4,000   라믹  CC3  시  것 다.

미경 사진(712)  침식  어나도   사  후에 10,000   라믹  CC3  시  것 다. 

도 8  CC1, CC2, CC3  에   침식 들  나타낸 것 , 여 , CC2는 가  낮  [0064]

 침식  나타낸다.

 3  라믹 들 CC1, CC2  CC3,   라믹 에  침식  들  나타낸 것 , 여[0065]

, CC2는  보다 낮  침식 들  나타낸다.

[0066]

본원에 술  라믹 들  다  라믹 들과 여, H2  에   내침식 , 낮  다공도,[0067]

 내 식 에   개 (  들어, HCl  시간),   거칠  감 ,  가   

공 다.
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상   본  여러 체 들    공  여, 여러 특  사 ,  들어 특[0068]

시스 들, 들, 들, 등  들  술  것 다.  그러나, 당업 에게, 본  어도  체

들  러  특  사  없  실  수 다는 것   것 다.  다  경우들에 , 리 공지  

들 또는 들  상 게 술 지 거나 본  게 게 는 것  지  여 단

순   다 그램 포맷  시 다.  에 라, 술  특  사  단지 시  것 다.  특

실 들  러  시  사  달라질 수 , 는 여  본   내에 는 것

 고 다.

본  에 걸쳐 "  체  또는 " 체 "에  언  본 체  여 술  특별  특 , [0069]

, 또는 특징  어도 나  체 에 포 다는 것  미 다.  에 라, 본  에 걸쳐 다

 곳들에   "  체 에 " 또는 " 체 에 "   드시  동  체  지칭 는 것  니

다.  또 , 어 "또는"  타  "또는" 보다는  포  "또는"  미 는 것  도 다.

본원  들  업들  특  순  도시 고 술 어 지만, 각  업들  순 는, 특  업들[0070]

역순  수  수 거나 특  업  어도 , 다  업들과 동시에 수  수 도  변경  수 다.

다  체 에 ,  별도  업들  들  또는  - 업들  간헐  /또는  체  식  루어질  수

다.

상   시  것  지  것  도 는 것   것 다.  여러 다  체 들[0071]

 상   고  에 당업 에게 게  것 다.  에 라, 본  는 러  청

들  리  갖는 균등 들  체  께, 첨  청 들  참  여 결  것 다.

도

도 1
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